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(54) 기판을 척으로부터 분리하기 위한 리프트 핀

요약

잔류 정전기력에 의해 척(50)에 고정된 기판(15)을 척으로부터 분리하기 위한 리프트 핀(95)이 기술되어 
있는데, 기판은 RF 전류를 사용하여 형성된 플라즈마내에서 가공 처리된다, 리프트 핀(95)은 척(50)으로
부터 기판(15)을 상승 또는 하강시키기에 적합한 팁(115)을 가지며, 기판(15)과 전류 싱크(105) 사이의 
전도성 통로의 형성이 가능한 이동가능한 긴 부재(110)를 갖는다. 전도성 통로는 (1) RF 전류가 필터를 
통해 흐르지 않도록 관통하여 흐르는 RF 전류의 필터링이 가능한 주파수 선택 필터와, (2) RF 전류에 의
해 발생한 전압을 약50%로 감소시키기 위해 상승된 저항성을 갖는 저항기중 하나를 포함한다. 리프트 핀
(95)은 기판(15)내의 잔류정전기력이 가공 챔버내에 플라즈마를 형성하고 기판에 플라즈마를 끌어당기는
데 사용되는 전류 싱크(105)에 흐르는 RF 전류의 흐름없이 전류 싱크(105)에 방전되게 한다.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

기판을 척으로부터 분리하기 위한 리프트 핀

[도면의 간단한 설명]

제3도는 제2도의 리프트 핀의 상세도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

RF 전류를 사용하여 형성된 플라즈마내에서 기판이 가공되고 잔류 정전기력에 의해 척에 고정되는 기판을 
척으로부터 분리하기 위한 리프트 핀에 있어서, 기판을 척으로 부터 상승 또는 하강시키기에 적합한 팁을 
가지며 기판과 전류 싱크 사이에 전기 도전성 통로를 형섯할 수 있는 긴 가동 부재 및, 상기 긴 가동 부
재의 도전성 통로내에 위치되는,  RF 전류가 필터를 통해 흐르지 않도록 관통하여 흐르는 RF 전류의 필터
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링이 가능한 주파수 선택 필터와 RF 전류에 의해 발생한 전압을 적어도 50%로 감소시키기 위해 상승된 저
항을 갖는 저항기중 적어도 하나를 포함하는 리프트 핀. 

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 주파수 선택 필터는 제2주파수를 갖는 전류의 전도없이 제1주파수를 갖는 전류의 
전도가 가능하며, 상기 제2주파수보다 적어도 약 0.5Mhz 더 큰 리프트 핀.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 주파수 선택 필터는 적어도 약1㎒의 제2주파수를 갖는 전류의 전도없이, 100㎒ 이
하의 제1주파수를 갖는 리프트 핀.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 주파수 선택 필터는 상기 제1주파수를 갖는 적어도 90%의 전류가 전도하고, 10% 이
하의 전류는 상기 제2주파수를 갖는 리프트 핀.

청구항 5 

제1항에 있어선, 상기 연장 부재는 상기 기판을 상승 또는 하강시키기에 적합한 전도성 상부 부분과, 상
기 주파수 선택 필터 또는 저항기를 포함하는 중심 부분 및, 상기 전류 싱크에 전기적인 연결에 적합한 
전도성 하부 부분을 포함하는 리프트 핀.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 주파수 선택 필터는 약 10㎒ 보다 적은 차단 주파수를 갖는 주파수 통과 필터를 포
함하는 리프트 핀.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 저주파 통과 필터의 차단 주파수는 약 1㎒ 보다 적은 리프트 핀.

청구항 8 

제6항에 있어서, 상기 저주파 통과 필터는 상기 기판내의 잔류 정전기력을 10msec 보다 적은 전류 싱크에 
방전하기 위해 충분히 큰 임피던스를 갖는 유도성 회로를 포함하는 리프트 핀.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 유도성 회로는 약 10uH 내지 1000uH의 인덕턴스를 갖는 유도자를 포함하는 리프트 
핀.

청구항 10 

제6항에 있어서, 상기 저주파 통과 필터는 적어도 10M Ω의 저항을 갖는 저항기를 구비한 유도성 회로를 
포함하는 리프트 핀.

청구항 11 

제1항에 있어서, 상기 저항기는 기판내의 전류를 정전기력을 10msec 보다 적은 전류 싱크에 방전하기 위
해 충분히 큰 저항을 갖는 리프트 핀.

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 저항기는 적어도 약M Ω의 저항을 갖는 리프트 핀.

청구항 13 

제12항에 있어서, 상기 저항기는 약10내지 100M Ω의 저항을 갖는 리프트 핀.

청구항 14 

RF 전류를 사용하여 형성된 플라즈마내에서 기판이 가공되고 잔류 정전기력에 의해 척에 고정되는 기판을 
척으로부터 분리하기 위한 리프트 핀에 있어서, 상기 기판과 전류 싱크 사이의 전도성 통로의 형성이 가
능하며, 척으로 부터 기판을 상승 또는 하강시키기에 적합한 팁을 갖는 긴 가동 부재와, 도전성 통로 내
에 위치되는, 기판내의 모든 잔류 정전기력이 관통하여 흐르는 동시에 RF 전류의 제한 흐름이 가능한 전
류 리미터 또는 기판내의 모든 잔류 정전기력이 관통하여 흐르는 동시에 관통하여 흐르는 RF 전류에 의해 
발생된 전압을 감소 시킬 수 있는 전압 감소기중 적어도 하나를 갖는 리프트 핀.

청구항 15 

제14항에 있어서, 상기 전류 리미터는 전류의 전도없이 관통하는 제1주파수를 갖는 전류의 전도가 가능한 
주파수 선택 필터를 포함하며, 제2주파수는 상기 제1주파수보다 약 1㎒ 보다 큰 리프트 핀.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 주파수 선택 필터는 상기 제1주파수를 갖는 적어도 90%의 전류가 전도하며, 10%이
하의 전류는 상기 제2주파수를 갖는 리프트 핀.

청구항 17 
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제14항에 있어서, 상기 전류 리미터는 10msec 보다 적은 전류 싱크에 기판내의 잔류 정전기력을 방전하기 
위해 충분히 큰 임피던스를 갖는 유도성 회로를 갖는 리프트 핀.

청구항 18 

제17항에 있어서, 상기 유도성 회로는 약 10uH 내지 1000uH의 인덕턴스를 갖는 유도자를 포함하는 리프트 
핀.

청구항 19 

제14항에 있어서, 상기 전압 감소기는 적어도 10msec 보다 적은 전류 싱크의 기판내의 잔류 정전기력을 
방전하기 위해 충분히 큰 저항을 갖는 저항기를 포함하는 리프트 핀.

청구항 20 

제19항에 있어서, 상기 저항기는  약10M Ω의 저항을 갖는 저항기를 갖는 리프트 핀.

청구항 21 

제20항에 있어서, 상기 저항기는 약 10 내지 100M Ω의 저항을 갖는 리프트 핀.

청구항 22 

RF 전류를 사용하여 형성된 플라즈마내에서 기판이 가공되고 잔류 정전기력에 의해 척에 고정되는 기판을 
척으로부터 분리하기 위한 리프트 핀에 있어서, 지지물과, 상기 지지물상에 장착된 다수의 연장 부재와, 
상기 지지물상의 연장 부재가 기판을 상승 또는 하강 시킬 수 있도록 지지물의 상승 또는 하강이 가능한 
리프트벨로우를 포함하고 있으며, 상기 연장 부재는 기판을 접촉하기에 적합한 전도성 상부 부분과, 전류 
싱크에 전기적 연결에 적합한 전도성 하부 부분과, 필터를 통해 흐르는 RF 전류의 흐름이 없도록 관통하
여 흐르는  RF 전류의 필터링이 가능한 주파수 선택 필터와, 적어도 약 50%가 흐르는 RF 전류에 의해 발
생된 전압을 감소시키기 위해 충분히 상승된 저항을 갖는 저항기중 적어도 하나를 포함하는 중심 부분을 
포함하고 있는 리프트 핀.

청구항 23 

제22항에 있어서, 상기 주파수 선택 필터는 약 10㎒ 보다 적은 주파수를 갖는 전류만이 기판에서 전류 싱
크로 흐르도록 하는 약 10㎒ 보다 적은 차단 주파수를 갖는 저주파 통과 필터를 포함하는 리프트 핀.

청구항 24 

제23항에 있어서, 상기 저주파 필터는 10msec 보다 적은 전류 싱크에 기판내의 잔류 정전기력을 방전하기 
위해 충분히 큰 임피던스를 갖는 유도 회로를 포함하는 리프트 핀.

청구항 25 

제24항에 있어서, 상기 저주파 통과 필터는 약 10uH 내지 1000uH의 인덕턴스를 갖는 유도자를 포함하는 
리프트 핀.

청구항 26 

제22항에 있어서, 상기 저항기는 10msec 보다 적은 전류 싱크에 기판내의 잔류 정전기력을 방전하기 위해 
충분히 큰 저항을 갖는 저항기를 갖는 리프트 핀.

청구항 27 

제26항에 있어서, 상기 저항기는  약10M Ω의 저항을 갖는 저항기를 갖는 리프트 핀.

청구항 28 

플라즈마 가공 챔버에 있어서, 가공 챔버내에 가공 가스를 분포시키기 위한 가스 분배기와, RF 전류를 사
용하여 가공 가스로 부토 플라즈마를 형성하기 위한 플라즈마 발생기와, 플라즈마내에 기판을 고정하기 
위한 정전기 척과 정전기 척으로부터 기판을 상승 또는 하가하기 위한 다수의 리프트 핀을 포함하며, 적
어도 하나의 리프트 핀은 기판과 전류 싱크 사이에 전도성 통로의 형성이 가능하며, 상기 전도성 통로는 
필터를 통해 흐르는 RF 전류의 흐름이 없도록 관통하여 흐르는 RF 전류의 필터링이 가능한 주파수 선택 
필터와, 적어도 약 50%가 흐르는 RF 전류에 의해 발생된 전압을 감소시키기 위해 충분히 상승된 저항을 
갖는 저항기중 적어도 하나를 포함하는 저항기를 포함하는 플라즈마 가공 챔버.

청구항 29 

제28항에 있어서, 상기 RF 전류는 약 1㎒의 주파수를 갖는 플라즈마를 발생하는데 사용되며, 상기 기판내
의 전류 정전기력은 약 1000㎒ 보다 적은 주파수를 갖는 플라즈마 가공 챔버.

청구항 30 

제28항에 있어서, 상기 주파수 선택 필터는 약 10㎒ 보다 적은 주파수를 갖는 전류가 기판에서 전류 싱크
로 흐르도록 하는 약 10㎒ 보다 적은 단절 주파수를 갖는 저주파 통과 필터를 포함하는 플라즈마 가공 챔
버.

청구항 31 

제30항에 있어서, 상기 주파수 선택 필터는 10msec 보다 적은 전류 싱크에 기판내의 잔류 정전기력을 방
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전하기 위해 충분히 큰 임피던스를 갖는 유도 회로를 포함하는 플라즈마 가공 챔버.

청구항 32 

제31항에 있어서, 상기 주파수 성택 필터는 약 10u 내지 1000uH의 인덕턴스를 갖는 유도자를 포함하는 플
라즈마 가공 챔버.

청구항 33 

제28항에 있어서, 상기 저항기는 10msec 보다 적은 전류 싱크에 기판내의 잔류 정전기력을 방전하기 위해 
충분히 큰 저항을 갖는 저항기를 갖는 플라즈마 가공 챔버.

청구항 34 

제28항에 있어서, 상기 저항기는 약 10MΩ의 저항을 갖는 저항기를 갖는 플라즈마 가공 챔버.

청구항 35 

RF 전류를 사용하여 형성된 플라즈마내에서 기판이 가공되고 잔류 정전기력에 의해 척에 고정되는 기판을 
척으로부터 분리하기 위한 리프트 핀에 있어서, (a) 전류 싱크에 RF 전류가 흐르지 않고 기판내에 잔류정
전기력을 전류 싱크에 충전하는단계와, (b) 기판내의 잔류 정전기력이 충전된 후에 정전기 척을 기판으로
부터 올리는 단계를 포함하는 방법.

청구항 36 

제35항에 있어서, 상기 (b) 단계는 상기 (a) 단계와 동시에 발생하며, 기판내의 잔류 정전기력은 기판이 
파열됨없이 척으로부터 분리되는 단시간내에 전류 싱크에 방전되는 방법.

청구항 37 

제36항에 있어서, 상기 전류 싱크에 상기 기판내의 잔류 정전기력을 방전하는 단계는 10msec 보다 적은 
방법.

청구항 38 

제35항에 있어서, 전류 싱크에 기판내의 잔류 정전기력을 방전하는 단계는 기판내의 모든 잔류 정전기력
이 관통하여 흐르도록 하는 동시에 관통하는 RF의 제한 흐름이 가능한 전류 리미터를 사용한 싱크에 기판
을 전기적으로 연결하는 방법.

청구항 39 

제35항에 있어서, 전류 싱크에 기판내의 잔류 정전기력을 방전하는 단계는 기판내의 모든 잔류 정전기력
이 관통하여 흐르도록 하는 동시에 관통하는 RF 전류의 전압이 감소괼 수 있는 전압 감소기를 사용한 싱
크에 기판을 전기적으로 연결하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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